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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Структура та надпровідність напівпровідних гетероструктур халькогенидів свинцю, олова та
рідкісноземельних металів

2. Structure and superconductivity of the semiconducting heterostructures of lead, tin and rare-earth metals
chalcogenides

Реферат:
1. Об’єкт - багатошарові напівпровідникові гетероструктури, які складаються з халькогенидів свинцю, олова
та рідкісноземельних металів; Мета - з’ясування механізму, відповідного за появу надпровідних
властивостей, пошук нових надпровідних напівпровідникових гетероструктур; Методи - вимірювання
резистивних переходів та критичних полів, рентгеноструктурний аналіз, просвічувальна електрона
мікроскопія, теоретичний аналіз; Результати - показано, що під впливом механічних напруг, основним
джерелом яких є регулярні сітки дислокацій невідповідності, в вузькощілинному напівпровіднику поблизу



міжфазних границь відбувається інверсія зон, що призводить до металізації міжфазних границь та появі
надпровідних властивостей; Новизна - розроблено п’ять нових надпровідних напівпровідникових
гетероструктур, виявлена кореляція між температурою надпровідного переходу та періодом дислокаційної
сітки, здійснений розрахунок інверсії зон в межах анізотропної теорії пружності с урахуванням
неоднорідності шарової структури; Галузьзастосування - створення надпровідних напівпровідникових
гетероструктур з властивостями, які можна контролювати.

2. Object - multilayered semiconducting heterostructures of lead, tin and rare-earth metals chalcogenides; Goal -
finding out of the mechanism, that leads to appearance of the superconducting properties, searching new
superconducting semiconducting heterostructures; Methods - measurement of resistive transitions and critical
fields, X-ray аnalysis and electron microscopy studies, the theoretical analysis; Results - it is shown, that the
elastic deformations results the zone inversion in narrowgap semiconductor near the interfaces and the
metallization of the last, which causes the appearance of superconducting properties; Novelty - the
superconductivity of five semiconducting heterostructures is observed for the first time, a correlation between the
critical temperature and the period of misfit dislocations grid is find out, calculation of the zone inversion in
approach of the anisotropic theory of elasticity with taking into account of nonuniformity of layered structure is
carried out; the Scope - creating of the superconducting semiconductor heterostructures with the known
properties.
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